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(0,4) 1) Dibujar todas las componentes de corriente internas que existen en un transistor bipolar polarizado en activa. Poner
las expresiones completas para las corrientes de emisor, base y colector.
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(0,3) 2) Circuito rectificador de onda completa en puente. Dibujar el circuito y explicar los inconvenientes y las ventajas con
respecto al circuito rectificador de onda completa con 2 diodos.

Inconvenientes: Utiliza 4 diodos.
Ventajas: -Transformador sin toma intermedia

- Tensidn de pico maxima que soportan los diodos en inversa es s6lamente la tension maxima de la sefial de entrada



(0,4) 3) Configuracién en base comun de un transistor bipolar pnp. Dibujar el circuito de polarizacion bésicoy la caracteristica
de salida indicando las zonas de trabajo del transistor.

(0,4) 4) Transistor de efecto campo de unién. Explicar las distintas zonas de funcionamiento indicando la condicion que
tiene que cumplirse y como se comportaria el transistor en cada una de ellas.

e REGION OHMICA => Vo] < [Vp| Vo

El canal esté abierto y el JFET se comporta como una resistencia de valor no muy elevado. En un modelo lineal se puede
decir que el valor de la resistencia seria:
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« REGION DE CONTRACCION => V| = |[Vp| ~VMes ||

Es cuando se empieza a cerrar el canal de una forma considerable y la resistencia entre drenador y fuente aumenta
considerablemente. El transistor esta cerca de la saturacién. En un modelo lineal se suele despreciar esta zona
distinguiendo sélo la regién 6hmica y la de saturacion.

« REGION DE SATURACION => V| > ||Vp| ~Ves ||

El canal alcanza su anchura minima. La resistencia entre drenador y fuente alcanza un valor muy elevado y el JFET se
comporta como una fuente de corriente cuyo valor seria:
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e REGION DE CORTE => V| >V, |
El canal desaparece y el transistor deja de conducir. La corriente se hace practicamente nula.

* REGION DE RUPTURA => |V s | > BV
Se llega a la destruccion del transistor.



(0,5) 5) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

a) Si se tiene un circuito rectificador de onda completa con filtrado con condensador y se aumenta la frecuencia de la sefial
aplicada al circuito, el factor de rizado aumentaria o disminuiria?

Disminuiria

b) ¢ Qué mecanismos existen para que se produzca la avalancha en los diodos zener?
- Multiplicacion por avalancha (creacion por choque)
- Ruptura Zener (campo eléctrico muy elevado)
c) ¢Qué capacidades existen en un diodo y cual de ellas es la de mayor valor?
Capacidad de transicion y capacidad de difusion.
La capacidad de difusién (orden de uF) es mucho mayor que la capacidad de transicién (puede llegar a nF).
d) ¢ Qué tipo de resistor es el de la figura?

lento Eje
Conexibn al rodillo Sereliuma secundario Eje de control princlpal

de contacto

Conexiones al

arrollamliento Rodillos de contacto Cublerta exterior

Es un resistor variable bobinado de precision.

e) Nombrar las dos leyes que se cumplen en cualquier semiconductor y poner sus formulas.

Ley de accion de masas: N- P = ni2

Ley de la neutralidad eléctrica: P+ Ny =n+ N,



